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Инфракрасные (ИК) фотоприемники (ФП) и лазерные излучатели (ЛИ) обеспечивают наблюдение за протеканием различных процессов в широкой области применения от научных исследований до мониторинга производства. Для реализации таких ИК ФП и ЛИ ИК ФП фоточувствительный материал на основе твердых растворов теллурида кадмия и ртути (КРТ) как прямозонный полупроводник с уникальными физическим параметрам имеет преимущества перед другими материалами. 

В докладе представлены результаты исследований процессов роста гетероэпитаксиальных наноаструктур (ГЭНС) КРТ, выращиваемых методом МЛЭ, на подложках из GaAs и Si с мониторингом параметров растущих слоев в реальном масштабе времени. Мониторинг с помощью лазерной эллипсометрия позволяет проводить выращивание слоев КРТ и наноструктур с высокой точностью измерений состава и толщины.         

Выращены структуры электронного и дырочного типа проводимости типа проводимости для ИК ФП в различных спектральных диапазонах от 1 до 12,5 мкм. Приведены исследования механизмов протекания токов в n-p и p-n переходов, определены оптимальные конструкции структур и  реализованы одиночные, субматричные и матричные ИК ФП. 

Выращены наноструктуры HgCdTe в виде квантовых ям и нанослоев различного состава, встроенных в слои твердого раствора КРТ. Проведены исследования фотоэлектрических параметров наноструктур, которые показали возможность реализации ИК ФП и КИ в инфракрасной и терагерцовой областях спектра.     








